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UKLAD ZABEZPIECZAJACY ELEKTRONICZNE OBWODY NISKONAPIECIOWE

Wynalazek dotyczy uktaduzabezpieczajacego elektroniczne obwody niskonapigciowe przed duzymi napie-
ciami, znajdujacego zastosowanie w réznego rodzaju aparaturze kontrolno-pomiarowej, a zwtaszcza w uktadach
wykonanych technologia obwoddéw scalonych.

Do zabezpieczania elektronicznych obwoddow niskonapigciowych przed duzymi napieciami stosuje sig
najczesciej warystory, ktérych rezystancja zalezy od wartosci doprowadzanego do nich napigcia. Zabezpieczenie
takie nie jest skuteczne, gdyz warystor ulega uszkodzeniu w przypadku gdy duza wartos¢ napigcia utrzymuje si¢
przez dtuiszy czas. : '

Uktad wedtug wynalazku stanowi dioda germanowa, ktdrej anoda jest potaczona z bramka polowego
tranzystora, a katoda z rezystorem, do ktdrego jest doprowadzane napigcie wejsciowe.

Uktad wedtug wynalazku zabezpiecza skutecznie obwody niskonapigciowe zaréwno przed krétkotrwaty-
mi, jak i dtugotrwalymi napieciami, przekraczajacymi znacznie warto$ci napi¢é pracy obwodéw niskonapigcio-
wych, Charakteryzuje si¢ ponadto niezawodna, dtugotrwata praca.

Przedmiot wynalazku jest objasniony w przykatdzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia schemat
ideowy uktadu zabezpieczajacego wzmacniacz operacyjny.

Uktad wedtug wynalazku sktada si¢ z wejsciowego rezystora 1, polaczonego z katoda germanowej diody
2, ktdrej anoda jest potaczona z bramka polowego tranzystora 3. Wyjscie uktadu stanowia dren i Zrédto polowe-
go tranzystora 3. .

Germanowa dioda 2 jest spolaryzowana w kierunku zaporowym, a wartos¢ natezenia pradu wstecznego
diody 2 jest wielokrotnie wigksza od wartosci pradu sterujacego bramke tranzystora 3 w czacie jego pracy. Dioda
2 nie stanowi wigc przeszkody dla sygnatu uzytecznego, a jednoczesnie ptynacy prad wsteczny powoduje obnize-
nie wejsciowego napigcia U; uktadu.

W przyktadowym uktadzie wedtug wynalazku zastosowano diod¢ DZG-7 i tranzystor polowy SK 41E,
ktérego prad bramki wynosi rzedu kilkadziesiat nA. Wejsciowe napigcie U, , o wartosci od 300V do 500V, jest
obniZane przez uktad do wyjsciowego napiecia U, o wartosci do kilku woltéw. '
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Uktad zabezpieczajacy elektroniczne obwody niskonapigciowe przed duzymi napieciami, znamien -
ny tym, Ze stanowi go germanowa dioda (2). ktdrej anoda jest potgczona z bramka polowego tranzystora (3),
a katoda z wejsciowym rezystorem (1).
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